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Beschreibung 

Integrierte Halbleiterschaltung mit einem Zellenfeld mit ei- 
ner Vielzahl von Speicherzellen 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung 
mit einem Zellenfeld mit einer Vielzahl von Speicherzellen, 
die jeweils einen Auswahltransistor und einen Speicherkonden- 
sator aufweisen und die durch Bitleitungen und Wortleitungen 
elektrisch ansteuerbar sind, 

- wobei die Speicherkondensatoren, die Bitleitungen und die 
Wortleitungen in verschiedenen Ebenen auf oder in einem 
Halbleitersubstrat angeordnet sind, 

- wobei in Hohe der Wortleitungen elektrische Kontaktstruktu- 
ren angeordnet sind, die die Bitleitungen mit den Auswahl- 
transistoren der Speicherzellen elektrisch verbinden, 

- wobei die Kontaktstrukturen an den Wortleitungen vorbeifiih- 
ren und gegenuber den Wortleitungen durch seitliche Isolie- 
rungen isoliert sind, und 

- wobei jeweils mindestens zwei Bitleitungen an einen gemein- 
samen Signalverstarker angeschlossen sind. 

In solchen Halbleiterschaltungen werden in den Speicherkon- 
densatoren der Speicherzellen gespeicherten Inf ormationen 
durch das Aktivieren der Bitleitungen und Wortleitungen aus- 
gelesen, wobei zur Ident if izierung eines Speicherzustandes 
das elektrische Potential zweier Bitleitungen von einem Si- 
gnalverstarker erfaSt wird. Der Signalverstarker (sense am- 
plifier) wirkt als Spannungsdif f erenzverstarker , der nach dem 
Lesen des Potentials einer geoffneten Bitleitung dieses Si- 
gnal verstarkt in die geof fnete Speicherzelle zuriickschreibt . 

Jede Speicherzelle wird durch das Aktivieren zuerst einer 
Wortleitung und danach einer Bitleitung ausgelesen, wodurch 
im Falle eines Feldef f ekttransistors als Auswahltransistor 
der Inversionskanal die elektrische Verbindung zwischen dem 
Speicherkondensator , beispielsweise einem Grabenkondensator , 
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und der Bitleitung herstellt. Die Wortleitung dient itn Be- 
reich des Transistors als Gate-Elektrode . Eines der Sour- 
ce/Drain-Gebiete ist leitend mit dem Grabenkondensator ver- 
bunden; das andere Source/Drain-Gebiet ist durch einen Bit- 
leitungskontakt mit der diesem Transistor zugeordneten Bit- 
leitung elektrisch verbunden. Die Gate-Elektrode bildet zu- 
sammen mit dem Gateoxid und einer schiitzenden Isolations- 
schicht, meist einer Nitridschicht , einen strukturierten Ga- 
te-Schichtenstapel , dessen Seitenwande mit einem Spacer, d.h. 
einer isolierenden Seitenwandbedeckung zur Seite hin elek- 
trisch isoliert sind. Zwischen einander benachbarten, mit 
Spacern ausgestatteten Wortleitungen sind die Bitleitungskon- 
takte angeordnet, die die hohergelegenen Bitleitungen mit den 
Source/Drain-Gebieten der Auswahltransistoren elektrisch ver- 
binden. Die Kontaktstrukturen Oder Bitleitungskontakte ver- 
binden somit eine obere Ebene der Bitleitungen mit einer un- 
teren Ebene der Dotiergebiete der Auswahltransistoren und 
verlaufen durch eine mittlere Ebene, in der die Wortleitungen 
angeordnet sind. 

In heutigen Halbleiterschaltungen, insbesondere Speicher- 
schaltungen treten aufgrund der engen raumlichen Anordnung 
verschiedenster Strukturen Storeffekte auf, die das elektri- 
sche Schaltverhalten nachteilig beeinf lussen. Ein Storfaktor 
ist die lediglich durch die dunnen Seitenwandbedeckungen der 
Wortleitungen gebildete seitliche Isolierung der Wortleitun- 
gen gegenuber den Kontaktstrukturen bzw. Bitleitungskontak- 
ten, wodurch parasitare Kapazitaten gebildet werden. 


30 Beim Auslesen einer Speicherzelle werden sowohl die Wortlei- 
tung als auch die Bitleitung, in deren Kreuzungspunkt sich 
der Auswahltransistor der Speicherzelle befindet, aktiviert. 
Dabei fliefit die in Speicherkondensator gesammelte elektri- 
sche Ladung iiber den Auswahltransistor aus der Zelle heraus 
35 bzw. verteilt sich auf die Zelle und die angeschlossene Bit- 
leitung bis hin zum Signalverstarker . Dadurch schwacht sich 
das elektrische Potential, das am entsprechenden Bitleitungs- 
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anschluS des Signalverstarkers nun anliegt, gegeniiber dem 
elektrischen Potential der vorher in dem Speichertransistor 
gespeicherten Ladung ab. Dennoch bleibt eine Potentialdif f e- 
renz im Vergleich zu einer anderen, meist benachbarten Bit- 
leitung meSbar, die mit keinem der angeschlossenen Speicher- 
kondensatoren kurzgeschlossen ist. 

Aufgrund dieser parasitaren Kapazitat entsteht somit ein zu- 
satzlicher Potentialbeitrag, der das aufgrund der Kondensa- 
torkapazitat und der Bitleitungskapazitat erwartete elektri- 
sche Potential am Signalverstarkereingang uberlagert . Am an- 
deren Eingang des Signalverstarkers liegt eine nicht akti- 
vierte Bitleitung an, bei der eine vergleichbare parasitare 
Kapazitat nicht auftritt. Im Signalverstarker wird somit die 
eigentlich zu messende Potentialdif ferenz beider Bitleitungen 
durch die parasitare Kapazitat der aktivierten Bitleitung 
uberlagert . 

Solche parasitaren Effekte werden herkommlich durch hohere 
Betriebsspannungen und entsprechend hohere Ladungsmengen ei- 
ner integrierten Halbleiterschaltung kompensiert . Dadurch 
steigt jedoch der Stromverbrauch, die Warmezufuhr und der 
Platzbedarf der integrierten Halbleiterschaltung pro Spei- 
cherzelle . 

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, den EinfluS 
parasitarer Kapazitaten zwischen Bitleitungskontakten und 
Wortleitungen zu beseitigen, ohne die Betriebsspannung der 
Halbleiterschaltung zu erhohen. Insbesondere soil der EinfluS 
parasitarer Kapazitaten, die an Seitenwandbedeckungen struk- 
turierter Wortleitungen zu benachbarten Kontaktstrukturen von 
Bitleitungen auftreten, verringert werden. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, daS 
- mindestens eine erste und eine zweite zusatzliche Wortlei- 
tung vorgesehen sind, die nicht zum Ansteuern von Auswahl- 
transistoren einsetzbar sind. 
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- daS jede Bitleitung sich bis zur ersten Oder zweiten zu- 
satzlichen Wortleitung erstreckt und mit einer zusatzlichen 
Kontaktstruktur verbunden ist, die seitlich an einer der 
beiden zusatzlichen Wort leitungen vorbeifiihrt und einen 

5 Blindkontakt darstellt, und 

- daiS je zwei Bitleitungen, deren zusatzliche Kontaktstruktu- 
ren an verschiedenen zusatzlichen Wortleitungen vorbeifiih- 
ren, an denselben Signalverstarker angeschlossen sind. 

'j^. / Erf indungsgemaS sind auSer den Wortleitungen, die jeweils 

Reihen von Auswahltransistoren ansteuern, zusatzliche Wort- 
leitungen, und zwar mindestens zwei und insbesondere genau 
zwei pro Speicherzellenf eld vorgesehen, die keine unmittelba- 
re Verbindung zu Auswahltransistoren besitzen. Diese Wortlei- 
15 tungen sind Kompensationsleitungen oder Dummy-Wortleitungen, 
die nur zum Ausgleich der parasitaren Kapazitaten dienen, 
welche innerhalb des Zellenfeldes an den die Auswahltransi- 
storen ansteuernden, deren Gate-Elektroden bildenden Wortlei- 
tungen auftreten. Jede Bitleitung des Zellenfeldes erstreckt 
20 sich auch auSerhalb des Zellenfeldes bis zur ersten oder bis 
zur zweiten zusatzlichen Wortleitung, und erf indungsgemaS 
sind dort weitere Kontaktstrukturen, namlich Blindkontakte 
Oder Dummy -Kontakte vorgesehen, welche in gleicher Weise und 
in gleicher Geometrie wie die innerhalb des Speicherzellen- 
feldes die Speicherzellen ansteuernden Kontaktstrukturen au- 
gebildet sind. Die Blindkontaktstrukturen enden auf einer 
Isolationsschicht und stellen daher keinen wirklichen Kontakt 
her. Von Bedeutung ist j edoch die parasitare Kapazitat, die 
an der Seitenwandbedeckung der jeweils benachbarten ersten 
30 Oder zweiten zusatzlichen Wortleitung auftritt . Diese zusatz- 
liche Kapazitat beeinfluSt die Kapazitat der Bitleitung, an 
welche der betreffende Blindkontakt angeschlossen ist, so daS 
auch am Signalverstarkereingang dieser Bitleitung das elek- 
trische Potential verandert wird. Diese zusatzliche Kapazitat 
35 dient zur Kompensation der parasitaren Kapazitat derjenigen 
anderen, zweiten Bitleitung, die an denselben Signalverstar- 
ker ebenfalls angeschlossen ist. Somit gleicht sich im Diffe- 
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renzverstarker der Einflufi beider Kapazitaten aus . Dadurch 
1st ein wesentlicher Storfaktor beim Auslesen digitaler Spei- 
cherinhalte beseitigt, und die herkommlich eingesetzte, uber- 
hohte Betriebsspannung zumindest im Bereich des Zellenfeldes 
5 kann verringert werden; gleichzeitig erhoht sich die Zuver- 
lassigkeit des Ausleseergebnisses . 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daS je zwei einander benachbarte 
Bitleitungen an denselben Signalverstarker angeschlossen 
'10 sind. Insbesondere beim folded bit line-Aufbau integrierter 
Halbleiterspeicher wird beim Auslesen einer Bitleitung als 
^ Referenzpotential dasjenige einer dieser Bitleitung benach- 
barten Bitleitung verwendet . 

15 Vorzugsweise ist vorgesehen, daS die zusatzlichen Kontakt- 

strukturen einander benachbarter Bitleitungen abwechselnd an 
der ersten zusatzlichen Wortleitung und an der zweiten zu- 
satzlichen Wortleitung vorbeif iihren . Dieser Ausf vihrungsf orm 
gewahrleistet gerade in Verbindung mit dem folded bitline- 
20 Aufbau eine Kompensation parasitarer Kapazitaten, da von zwei 
benachbarten Bitleitungen, von denen jeweils eine ausgelesen 
wird, die andere einen Blindkontakt besitzt, der entweder an 
der ersten zusatzlichen Wortleitung oder an der zweiten zu- 
satzlichen Wortleitung vorbeifvihrt. Das gleichzeitige Akti- 
vieren dieser ersten oder zweiten zusatzlichen Wortleitung 
zusatzlich zur Wortleitung, mit der die betreffende auszule- 
sende Speicherzelle angesteuert wird, ermoglicht die Ausbil- 
dung einer kompensierenden parasitaren Kapazitat an der zwei- 
ten, nicht auszulesenden Bitleitung. 

30 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daS jede der beiden zusatzlichen 
Wortleitungen gemeinsam mit einer beliebigen Wortleitung ak- 
tivierbar ist, an der Kontaktstrukturen ausschlieSlich derje- 
nigen Bitleitungen vorbeif iihren, die keine an der jeweiligen 
35 zusatzlichen Wortleitung vorbeifiihrende zusatzliche Kontakt- 
struktur besitzen. Diese Aus fiihrungs form zufolge ist jeder 
der zum Ansteuern von Speicherzellen benotigten Wortleitungen 
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eine der beiden zusatzlichen Wort leitungen, also die erste 
Oder die zweite zusatzliche Wortleitung, zugeordnet und wird 
gleichzeitig mit ihr aktiviert. Die Zuordnung geschieht in 
der Weise, daS fur eine bestimmte Bitleitung, die beispiels- 
5 weise einen der ersten zusatzlichen Wortleitungen benachbar- 
ten Blindkontakt besitzt, diese zusatzliche Wortleitung jeder 
der Wortleitungen itn Zellenfeld zugeordnet ist, fiir die die 
betreffende Bitleitung keinen an dieser jeweiligen Wortlei- 
tung im Zellenfeld vorbeifvihrenden Bitleitungskontakt be- 
'10 sitzt. Umgekehrt ist einer solchen zusatzlichen Wortleitung, 
fur die die betrachtete Bitleitung keinen benachbarten Blind- 
ly- kontakt besitzt, all denjenigen Wortleitungen des Zellenfel- 
des zugeordnet, fiir die die betrachtete Bitleitung gerade ei- 
nen an dieser jeweiligen Wortleitung des Zellenfeldes vorbei- 
15 fiihrenden Bitleitungskontakt besitzt. Somit entsteht an alien 
Signalverstarkereingangen eine Potentialveranderung aufgrund 
einer parasitaren Kapazitat, und zwar entweder aufgrund der 
geoffneten Speicherzelle Oder erf indungsgemaiS aufgrund des 
Blindkontakt es der zugeordneten zusatzlichen Dummy- Wort lei - 
20 tung. Das gemeseene Dif ferenzpotential ist somit urn die para- 
sitaren Kapazitaten bereinigt . 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daS die Speicherkondensatoren in 
dem Halbleitersubstrat ausgebildete Grabenkondensatoren sind 
und daS die Bitleitungen in einem groSeren Abstand von dem 
Halbleitersubstrat auf dem Halbleitersubstrat angeordnet sind 
als die Wortleitungen. 

Insbesondere ist vorgesehen, daS die zusatzlichen Kontakt - 
30 strukturen, die an den zusatzlichen Wortleitungen vorbeifiih- 
ren, auf einer Grabenisolat ion des Halbleitersubstrats enden, 
wohingegen die Kontaktstrukturen der iibrigen Wortleitungen 
jeweils in ein gemeinsames Dotiergebiet zweier Auswahltransi - 
storen miinden. Die Grabenisolationen befinden sich unterhalb 
35 der Bitleitungskontakte , die an den beiden zusatzlichen Wort- 
leitungen benachbart zu ihnen vorbeifiihren; die iibrigen Bit- 
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leitungskontakte grenzen an zwei Auswahltransistoren an, von 
denen einer durch die aktivierte Wortleitung geoffnet wird. 

Vorzugsweise ist vorgesehen, daS die erste und die zweite zu- 
satzliche Wortleitung nebeneinander an einem Rand des Zellen- 
feldes angeordnet sind. Alternativ dazu konnen sie auch auf 
gegeniiberliegenden Randern des Zellenfeldes oder bei geteil- 
ten Zellenfeld mit mehreren Teilfeldern innerhalb des Feldes 
angeordnet sein. 

Vorzugsweise sind die Auswahltransistoren Feldef fekttransi- 
storen, deren Gate-Elektroden durch die Wortleitungen gebil- 
det sind. Insbesondere sind die seitlichen Isolierungen zwi- 
schen den Kontaktstrukturen und den Wortleitungen vorzugswei- 
se Seitenwandbedeckungen, d.h. Spacer strukturierter Gate- 
Schichtenstapeln . 

Die erf indungsgemaS ausgebildete Halbleiterschaltung ist vor- 
zugsweise ein dynamischer Schreib-Lese-Speicher, d.h. ein 
DRAM (dynamic random access memory) . 

Die Erf indung wird nachstehend mit Bezug auf die Figuren be- 
schrieben. Es zeigen: 

Figur 1 
Figur 2 
Figur 3 

die Figuren 4A und 4B 


eine Speicherzelle einer integrier- 
ten Halbleiterschaltung, 

eine herkommliche integrierte Halb- 
leiterschaltung, 

eine erf indungsgemaSe Halbleiter- 
schaltung und 

Querschnittansichten von zwei einan- 
der benachbarten Bitleitungen aus 
Figur 3 . 
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Figur 1 zeigt eine Speicherzelle 20, wie sie typischerweise 
im Zellenfeld eines integrierten Halbleiterspeichers 10 im 
Falle eines vergrabenen Kondensators 25 mit planarem Auswahl- 
transistor 15 ausgebildet ist . Der Auswahl transistor wird 
durch das Aktivieren einer Wortleitung 2, die die Gate-Elek- 
trode des Transistors bildet, und einer Bitleitung 1, die 
viber eine Kontaktstruktur 3 mit einem der Source/Drain- 
Gebiete 6 des Transistors verbunden ist, geof fnet . Der Gra- 
benkondensator 25 besitzt nicht naher bezeichnete Elektroden, 
von denen eine tief im Substrat 5 vergraben ist und die ande- 
re die Fiillung des tiefen Grabens (Deep Trench) innerhalb des 
Kondensatordielektrikums an der Grabenwandung bildet . Der 
Speicherkondensator befindet sich somit im wesentlichen in 
einer unteren Ebene E3 , die bis tief in das Substratinnere 
hinunterreicht . Oberhalb der Substratoberf lache , auf einer 
Gateoxidschicht 16, befindet sich in Hohe einer Ebene E2 die 
Gesamtheit der Wortleitungen 2 sowie in einer noch hoheren 
Ebene El die Gesamtheit der Bitleitungen 1. In der mittleren 
Ebene E2 befinden sich die Kontaktstrukturen 3, die seitlich 
von den Wortleitungen 2 nur durch deren Spacer 4 isoliert 
sind, wodurch sich parasitare Kapazitaten ausbilden konnen. 

Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf eine herkommliche Halblei- 
terschaltung mit einer Vielzahl von Speicherzellen . Links 
sind Signalverstarker (Sense Amplifier) 30 dargestellt, an 
deren Eingange je zwei Bitleitungen la, lb angeschlossen 
sind. Senkrecht zu den Bitleitungen verlaufen die Wortleitun- 
gen 2, zwischen denen halbkreisformige Umrisse der tieferlie- 
genden Grabenkondensatoren 25 erkennbar sind. In Hohe der 
Wortleitungen 2 erstrecken sich die Kontaktstrukturen 3, die 
eine iiber der Zeichenebene verlaufende Bitleitung mit einem 
gemeinsamen Source/Drain-Dot iergebiet zweier in Bitleitungs- 
richtung benachbarter Speicherzellen bzw. Auswahltransistoren 
verbinden. Das aktive Gebiet der zwei Auswahltransistoren ist 
mit dem Doppelpfeil 17 angedeutet . Die aktiven Gebiete bilden 
ein diagonales Raster entsprechend dem Raster der dargestell- 
ten Bitleitungskontakte Oder Kontaktstrukturen 3. Beim Ausle- 
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sen einer Speicherzelle wird die zugeordnete Bitleitung akti- 
viert und mit der benachbarten Bitleitung am gemeinsamen Si- 
gnalverstarker ausgelesen. Die aktivierte Bitleitung ist iiber 
den Bitleitungskontakt mit der aktivierten Wortleitung para- 
sitar gekoppelt, welche zum Auslesen der entsprechenden Spei- 
cherzelle ebenfalls geoffnet vmrde . Dadurch entsteht eine pa- 
rasitare Kapazitat, wie beispielsweise im Kreuzungspunkt der 
zweiten Wortleitung von links mit dem Bitleitungskontakt der 
untersten Bitleitung durch das angedeutete Kapazitatssymbol C 
und das Symbol eines Plattenkondensators dargestellt. Die be- 
nachbarte Bitleitung (die zweite Bitleitung von unten) be- 
sitzt keine solche parasitare Kapazitat, weshalb die parasi- 
tare Kapazitat C an der unteren Bitleitung die elektrische 
Potentialdif f erenz zwischen beiden Bitleitungen verfalscht. 

Figur 3 zeigt eine erf indung sgemaiSe Halbleiterschaltung, bei 
der zusatzlich zu den Wortleitungen 2 des Zellenfeldes Z zwei 
zusatzliche Wortleitungen 11 und 12 vorgesehen sind, wobei 
alle Bitleitungen sich zu wenigstens einer dieser beiden zu- 
satzlichen Wortleitungen 11, 12 erstrecken und wobei j ede 

Bitleitung 1 eine zusatzliche Kontaktstruktur , d.h. einen 
Blindkontakt 13 benachbart zu einer der beiden zusatzlichen 
Wortleitungen 11, 12 besitzt, an dem ebenfalls eine parasita- 

re Kapazitat auftritt. Diese Kapazitat ist ebenfalls an zwei 
Bereichen C durch ein Symbol eines Plattenkondensators darge- 
stellt. Die erf indungsgemaSe Kompensation zweier parasitarer 
Kapazitaten erfolgt beim Auslesen der Speicherzelle am 
Schnittpunkt der zweiten Wortleitung von links mit der unter- 
sten Bitleitung dadurch, daS zusatzlich zur zweiten Wortlei- 
tung von links die weitere Wortleitung 12 aktiviert wird. Da- 
durch entsteht an der zweiten Bitleitung von unten, die ge- 
meinsam mit der untersten Bitleitung an demselben Signalver- 
starker 30 ausgelesen wird, eine parasitare Kapazitat zwi- 
schen dem Blindkontakt 13 und der zweiten zusatzlichen Wort- 
leitung 12, welche gleichzeitig mit der zweiten Wortleitung 
von links aktiviert wird. Die erste zusatzliche Wortleitung 
11 wird nicht aktiviert, so dafi die an dieser zusatzlichen 
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Wortleitung 11 dargestellte parasitare Kapazitat nicht auf- 
tritt . Somit tritt an beiden einander benachbarten Bitleitun- 
gen la, lb jeweils eine parasitare Kapazitat C auf, welche 
sich im Signalverstarker 30 gegenseitig kompensieren . Rechne- 
risch bestimmt sich das elektrische Potential einer Bitlei- 
tung allgemein nach der Gleichung 

Vbl = (Vc - Vbleq) Cc / (Cc + Cbl) + Vwl , 

wobei Vbl das gemessene Potential der Bitleitung, Vc das 
elektrische Potential der Speicherzelle , Vbleq das gemittelte 
Potential einer Bitleitung zwischen On-Zustand und Off-Zu- 
stand (das arithmetische Mittel beider Potentials) , Cc die 
Kapazitat der Speicherzelle, Cbl die Kapazitat der Bitleitung 
und Vwl die Potent ialverschiebung aufgrund der parasitaren 
Kondensators bedeutet . Der letzte Term Vwl fuhrt zur Uberla- 
gerung und Storung des zu messenden Bitleitungspotentials . 

Bei der erf indungsgemaSen Halbleiterschaltung gemaS Figur 3 
tritt dieser Term Vwl jedoch auch auf der benachbarten Refe- 
renzbitleitung auf, und zwar nicht am Schnittpunkt mit der 
geoffneten Wortleitung des Zellenfeldes, sondern an der die- 
ser Wortleitung zugeordneten und gleichzeitig aktivierten zu- 
satzlichen Wortleitung 12 und dem benachbarten Blindkontakt 
13 . Beide Kapazitaten C fiihren zu gleichen Termen Vwl in der 
obigen Gleichung, welche sich beim Vergleich beider Bitlei- 
tungspotent iale kompensieren. Das im Signalverstarker gemes- 
sene Bitleitungspotential der ausgewahlten Speicherzelle ent- 
spricht somit einem Bitleitungspotential 

Vbl = (Vc - Vbleq) Cc / (Cc + Cbl) . 

Aufgrund der erf indungsgemaSen Kompensation konnen die her- 
kommlichen Spannungsuberhohungen in der GroSenordnung von et- 
wa 300 mV entfallen; der Stromverbrauch der Halbleiterschal- 
tung sinkt . 


35 
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Die Figuren 4A und 4B zeigen Querschnittansichten des erfin- 
dungsgemaSen Halbleiterspeichers aus Figur 3 entlang der 
Schnittlinien A und B, d.h. entlang der einander benachbarten 
Bitleitungen la und lb. Figuren 4A und 4B sind gegeniiber Fi- 
gur 3 spiegelverkehrt ; das Zellenfeld Z erscheint in diesen 
Figuren rechts und die jeweilige zusatzliche Wortleitung 11 
Oder 12 links davon. Abstande und GroSenordnungen sind ebenso 
wie in Figur 3 nicht maSstablich . Insbesondere treten parasi- 
tare Kapazitaten fiir jede Bitleitung nur an einer der beiden 
zusatzlichen Wortleitungen 11 oder 12 auf . 

In Figur 4A ist zum Auslesen der rechten Speicherzelle 20 die 
mit 2 bezeichnete Wortleitung des rechten Auswahltransistors 
15 auf "high" geschaltet; ebenfalls ist die Bitleitung la aus 
Figur 3 aktiviert und bildet ilber den Bit leitungskontakt 3 an 
dem Seitenwandoxid 4 einen parasitaren Kondensator aus. Links 
vom Zellenfeld Z ist im Randbereich nur die zweite zusatzli- 
che Wortleitung 12 abgebildet, die gleichzeitig mit der in 
Figur 4A abgebildeten rechten Wortleitung 2 aktiviert wird 
und daher als einzige der beiden zusatzlichen Wortleitungen 
11, 12 eine weitere oder mehrere weitere parasitare Kapazita- 

ten ausbilden kann. Jedoch besitzen die Bitleitungen la neben 
der zusatzlichen Wortleitung 12 keinen weiteren Bitleitungs- 
kontakt oder Blindkontakt 13, so dalS sich nur die parasitare 
Kapazitat am Seitenwandoxid 4 auf das Potential der Bitlei- 
tung la am Signalverstarkereingang auswirkt . 

Figur 4B zeigt einen Schnitt entlang der benachbarten Bitlei- 
tung lb, wobei ebenfalls wieder, und zwar zur gleichen Zeit 
wie in Figur 4A, sowohl die rechte Wortleitung 2 als auch die 
zweite zusatzliche Wortleitung 12 aktiviert sind. Die Refe- 
renzbitleitung lb besitzt keinen Bitleitungskontakt benach- 
bart zur rechten Wortleitung 2. Sie besitzt jedoch einen 
Blindkontakt 13 an der aktivierten Wortleitung 12, wodurch an 
dessen Seitenwandoxid 14 eine weitere parasitare Kapazitat 
entsteht . Diese beeinfluSt das Bitleitungspotent ial der Refe- 
renzbitleitung lb in gleicher Weise wie die parasitare Kapa- 
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zitat am Seitenwandoxid 4 in Figur 4A das Bitleitungspotenti- 
al der aktivierten Bitleitung la; beide Kapazitaten kompen- 
sieren sich gegenseitig und ergeben das gewiinschte, korri- 
gierte MeSergebnis fur das Bitleitungspotential . 

Die erf indungsgemaS ausgebildete Halbleiterschaltung ermog- 
licht somit ein zuverlassigeres Auslesen von in den Speicher- 
kondensatoren gespeicherten digitalen Informationen und deren 
zuverlassige Bewertung als entweder digitale Null oder digi- 
tale Bins. Die diirch die Blindkontakte geschaffenen zusatzli- 
chen parasitaren Kapazitaten verandern das elektrische Poten- 
tial der jeweiligen Ref erenzbitleitung am Signalverstarker in 
gleicher Weise wie die parasitaren Kapazitaten aktivierter 
Bitleitungen, wodurch das gemessene Dif f erenzpotential um die 
parasitare Ef fekten korrigiert ist . 
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Patentanspruche 


13 


5 


• 10 


15 


20 



'30 


1. Integrierte Halbleiterschaltung (10) mit einem Zellenfeld 

(Z) mit einer Vielzahl von Speicherzellen (20), die jeweils 

einen Auswahl transistor (15) und einen Speicherkondensator 

(25) aufweisen und durch Bitleitungen (1) und Wortleitungen 

(2) elektrisch ansteuerbar sind, 

- wobei die Speicherkondensatoren (25) , die Bitleitungen (1) 
und die Wortleitungen (2) in verschiedenen Ebenen (El, E2 , 
E3) auf Oder in einem Halbleitersubstrat (15) angeordnet 
sind, 

- wobei in Hohe der Wortleitungen (2) elektrische Kontakt- 
strukturen (3) angeordnet sind, die die Bitleitungen (1) 
mit den Auswahltransistoren (15) der Speicherzellen (20) 
elektrisch verbinden, 

- wobei die Kontaktstrukturen (3) an den Wortleitungen (2) 
vorbeifiihren und gegeniiber den Wortleitungen (2) durch 
seitliche Isolierungen (4) isoliert sind, und 

- wobei jeweils mindestens zwei Bitleitungen (1) an einen ge- 
meinsamen Signalverstarker (30) angeschlossen sind, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

- mindestens eine erste (11) und eine zweite zusatzliche 
Wortleitung (12) vorgesehen sind, die nicht zum Ansteuern 
von Auswahltransistoren einsetzbar sind, 

- daS jede Bitleitung (1) sich bis zur ersten (11) oder zwei- 
ten zusatzlichen Wortleitung (12) erstreckt und mit einer 
zusatzlichen Kontaktstruktur (13) verbunden ist, die seit- 
lich an einer der beiden zusatzlichen Wortleitungen (11, 

12) vorbeifuhrt und einen Blindkontakt darstellt, und 

- daS je zwei Bitleitungen (la, lb), deren zusatzliche Kon- 

taktstrukturen (13) an verschiedenen zusatzlichen Wortlei- 
tungen (11, 12) vorbeifiihren, an denselben Signalverstarker 

(30) angeschlossen sind. 


2. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, daS 


35 
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je zwei einander benachbarte Bitleitungen (la, lb) an densel- 
ben Signalverstarker (30) angeschlossen sind. 

3. Halbleiterschaltung nach Anspruch 1 Oder 2, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

die zusatzlichen Kontaktstrukturen (13) einander nachstbe- 
nachbarter Bitleitungen (la, lb) abwechselnd an der ersten 
zusatzlichen Wortleitung (11) und an der zweiten zusatzlichen 
Wortleitung (12) vorbeifiihren. 

4. Halbleiterschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

jede der beiden zusatzlichen Wortleitungen (11; 12) gemeinsam 
mit einer beliebigen Wortleitung (2b; 2a) aktivierbar ist, an 
welcher Kontaktstrukturen (3) ausschlieSlich derjenigen Bit- 
leitungen (lb; la) vorbeifuhren, die keine an der jeweiligen 
zusatzlichen Wortleitung (11; 12) vorbeifuhrende zusatzliche 
Kontaktstruktur (13) besitzen. 

5. Halbleiterschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Speicherkondensatoren (25) in dem Halbleitersubstrat (5) 
angeordnete Grabenkondensatoren sind und daS die Bitleitungen 
(1) in einem groSeren Abstand von dem Halbleitersubstrat (5) 
auf dem Halbleitersubstrat (5) angeordnet sind als die Wort- 
leitungen (2) . 

6. Halbleiterschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die zusatzlichen Kontaktstrukturen (13), die an den zusatzli- 
chen Wortleitungen (11, 12) vorbeifiihren, auf einer Grabeni- 

solation (35) des Halbleitersubstrats (5) enden, wohingegen 
die Kontaktstrukturen (3) der iibrigen Wortleitungen (2) je- 
weils in ein gemeinsames Dotiergebiet (6) zweier Auswahltran- 
sistoren (15a, 15b) miinden. 

7. Halbleiterschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 



P2003 , 0127 


15 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die erste (11) und die zweite zusatzliche Wortleitung (12) 
nebeneinander an einem Rand (R) des Zellenfeldes (Z) angeord- 
net sind. 

5 

8 . Halblei terschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 7 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die Auswahl t ransistoren (15) Feldef fekttransistoren sind, de- 
ren Gate-Elektroden durch die Wortleitungen (2) gebildet 
' 10 sind. 

9. Halbleiterschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die seitlichen Isolierungen (4) zwischen den Kontaktstruktu- 
15 ren (3) und den Wortleitungen (2) Seitenwandbedeckungen 
strukturierter Gate-Schichtenstapel sind. 

10. Halbleiterschaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

20 die Halbleiterschaltung ein dynamischer Schreib-Lese-Speicher 
ist . 


■T' 
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Zus ammen f a s sung 

Integrierte Halbleiterschaltung mit einem Zellenfeld mit ei- 
ner Vielzahl von Speicherzellen 

Die Erfindung betrifft eine integrierte Halbleiterschaltung 
(10) mit einem Zellenfeld (Z) mit durch Wortleitungen (2) und 
Bitleitungen (1) auslesbaren Speicherzellen. Je zwei Bitlei- 
tungen (la, lb) sind an Eingange desselben Signalverstarkers 
(30) angeschlossen . Um parasitare Kapazitaten (C) , die an 
diinnen Seitenwandisolationen zwischen den strukturierten 
Wortleitungen (2) und benachbarten Bitleitungskontakten (3) 
entstehen, welche die hohergelegenen Bitleitungen (1) mit den 
t ief ergelegenen aktiven Gebieten verbinden, zu kompensieren, 
sind erf indungsgemaS zwei zusatzliche Wortleitungen (11, 12) 

vorgesehen sowie an diesen zusatzlichen Wortleitungen (11, 

12) vorbeifiihrende Blindkontakte (13) der Bitleitungen (1) . 
Die durch die Blindkontakte (13) geschaffenen zusatzlichen 
parasitaren Kapazitaten verandern das elektrische Potential 
der jeweiligen Referenzbitleitung (lb) am Signalverstarker 
(30) in gleicher Weise wie die parasitaren Kapazitaten akti- 
vierter Bitleitungen (la) , wodurch das gemessene Differenzpo- 
tential um die parasitare Effekten korrigiert ist. 


Figur 3 



